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(57) Abstract: The present invention relates to a tandem photovoltaic device that
comprises, in the following order of superposition: A/ a silicon-based a sub-cell
A, in particular having a silicon heterojunction or TOPCon architecture; and B/
a perovskite-based sub-cell B, comprising at least: - an N-type conductive or se-
mi-conductive layer in the instance of a NIP structure, or P-type in the instance of
a PIN structure; and - a composite layer, superposed on said lower conductive or
semi-conductive layer, comprising at least one perovskite material and at least one
P-type material in the instance of a NIP structure or N-type material in the instance
of a PIN structure, and having a gradient of the mass ratio of perovskite material/P
material in the instance of a NIP structure or perovskite material/N material in the
instance of a PIN structure that decreases in the direction of the interface between
said composite layer and said lower conductive or semi-conductive layer towards
the opposite face of said composite layer, wherein the perovskite-based sub-cell
B has a planar structure.

(57) Abrégé : Dispositif photovoltaique tandem combinant une sous-cellule a base
de silicium et une sous-cellule a base de pérovskite comportant une couche com-
posite pérovskite/matériau de type P ou N La présente invention se rapporte a un
dispositif photovoltaique tandem, comprenant, dans cet ordre de superposition :
A/une sous-cellule A abase de silicium, en particulier a hétérojonction de silicium
ou encore d'architecture TOPCon, et B/ une sous-cellule B a base de pérovskite,
comprenant au moins ; - une couche conductrice ou semi-conductrice de type N
dans le cas d'une structure NIP, ou de type P dans le cas d'une structure PIN, et
- une couche composite, superposée a ladite couche conductrice ou semi-conduc-
trice inférieure, comprenant au moins un matériau pérovskite et au moins un ma-
tériau de type P dans le cas d'une structure NIP ou de type N dans le cas d'une
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structure PIN, et présentant un gradient du ratio massique matériau pérovskite/matériau P dans le cas d'une structure NIP ou matériau
pérovskite/matériau N dans le cas d'une structure PIN, décroissant dans le sens de 1'interface entre ladite couche composite et ladite
couche conductrice ou semi-conductrice inférieure vers la face opposée de ladite couche composite, la sous-cellule B a base de
pérovskite présentant une structure planaire.



